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アモルファスカルコゲナイド/銀の薄膜に光を照射すると、銀はアモルファスカルコゲナイド層内に拡散

する。これは銀の光拡散または光ドーピングと呼ばれる[1]が、光拡散した銀イオンは薄膜内において超イ

オン伝導体として振る舞うことから、近年、この性質を活かした記憶素子への応用も提案されている[2]。こ

の拡散現象で特徴的なことは、通常の拡散現象と異なり、銀濃度が膜厚方向のある場所で急峻に変化

するという点である。こうした銀の光拡散ダイナミクスを明らかにすることは、現象の理解という点からも応

用上の観点からも重要であると考えられるが、X 線・中性子反射率法は、非破壊・時分割で膜厚方向の変

化を調べる有効な測定手段となり得る。銀の拡散は X 線でも誘起されるという報告があるため、中性子を

プローブとした測定は特に有用であると考えられる。このため、我々は、J-PARC 物質・生命科学実験施

設（茨城県東海村）の試料垂直型偏極中性子反射率計（BL17：写楽）において Ag/アモルファス

(a-)GexS1-x (x=0.2, 0.4) 薄膜を対象とした光照射下の中性子反射率測定を行った。 

 

左図に Ag 50nm/a-Ge40S60 150nm/Si

基板の薄膜にキセノンランプ光を照射し

た際の、10 分毎に測定した中性子反射

率の時間変化を示す。銀の光拡散に伴

う反射率プロファイルの変化が観測され

ている。発表当日は、フーリエ変換する

ことで得られる膜厚を示すピーク位置の

時間変化をもとに、銀の光拡散ダイナミ

クスについて詳しく議論する。 
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